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Bei der Kontaktierung von Halbleiterkorpern, ins- 
besondere bei groBflachigen Kontakten, treten bei 
thennischen Wechselbeanspruchungen haufig Schwie- 
rigkeiten auf, die durch die unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten der aneinandergrenzenden 
Werkstoffe verursacht werden. Diese Probleme treten 
vor allem auf bei Leistungshalbleiteranordnungen, 
z. B. bei Leistungstransistoren und Leistungsgleich- 
richtern. So weichen z. B. die Ausdehnungskoeffizien- 
ten von Silizium, der in Frage kommenden Kontakt- 
metalle, wie Wolfram oder Molybdan und der Tra- 
germetalle, wie Kupfer oder Silber, sowie der gele- 
gentlich fur Gehause verwandten Metalle, wie Eisen 
und Messing, erheblich voneinander ab, so daB ther- 
mische Wechselbeanspruchungen zu einer Schadi- 
gung oder gar Zerstorung eines aus diesen Stoffen 
aufgebauten HaJbleiterelementes fuhren konnen. 

Es sind verschiedene Vorschlage zur Beseitigung 
der vorgenannten Schwierigkeiten bekanntgeworden. 
So ist es bekanntgeworden, . bei Siliziumgleichrichtern 
Tragerplatten zu verwenden, die aus einem Wolfram-, 
Molybdan- oder Chrom-Sintergeriist, das mit einem 
gut leitenden Metall ausgefiillt ist, bestehen. Hier- 
durch erreicht man zwar eine verhaltnismaBig gute 
Anpassung an den thennischen Ausdehnungskoeffi- 
zienten des Halbleiterkorpers, nicht aber an die Ver- 
bindungsteile der Tragerplatte, z. B. an ein Gehause, 
wenn dieses etwa aus Kupfer oder Silber besteht. 

Gegenstand der Erfindung ist eine Halbleiter- 
anordnung, bei der thermische Wechselbeanspru- 
chungen auftreten und bei der zwischen dem Halb- 
leiterkorper und den zugehdrigen Abnahmeelektro- 
den je eine metallische Sinterplatte vorgesehen ist. 
Di vorgenannten Schwierigkeiten werden erfin- 
dungsgemaB dadurch praktisch vollstandig beseitigt, 
dafl die Sinterplatten aus einem Metall oder einer 
Metallegierung mit einer plastischen Verformbarkeit, 
die mindestens gleich der einer Kupfer-Silber-Legie- 
rung ist, bestehen. Bei einer Ausfuhrungsform der 
Erfindung schlieBen sich die Sinterplatten direkt an 
den Halbleiterkorper an und sind mit diesem un- 
mittelbar weich verlotet. Sehr vorteilhaft wirkt sich 
die Erfindung bei Siliziumgleichrichtern aus. 

AIs Ausgangspulver fur die Sinterplatten eignen 
sich vor allem Kupfer- oder Silberpulver oder ein 
entsprechendes Legierungspulver, z.B. aus den vor- 
genannten Elementen als Grundmetall und plastifi- 
zierenden MetaJlzusatzen, z.B. Nickel. 

Durch den strukturellen Aufbau der nach der Er- 
findung vorgesehenen Sinterplatten werden die unter- 
schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der angren- 
zenden Halbleiter- und Tragerwerkstoffe durch einen 
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»Ziehharmonika-Effekt« iiberbriickt und damit Ver- 
schlechterungen der Eigenschaften der Halbleiter- 
anordnung, z. B. des Gleichrichters, auf Grund auf- 
tretender mechanischer Verspannungen weitgehend- 
ao vermieden. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, 
weil der Elastizitatsbereich der Halbleiter verhaltnis- 
maBig klein ist. Hinzu kommt folgender Sachver- 
halt: 

Bekanntlich verhalten sich die elastischen Form- 
as anderungen eines Korpers im Hookeschen Bereich 
reversibel, sie sind proportional der GroBe der an- 
gelegten mechanischen Spannung. MiBt man mit 
hinreichender Genauigkeit bei einem Halbleiter- 
system gewisse elektrische Werte, so stellt man je- 
30 doch noch innerhalb des Hookeschen Bereiches be- 
reits bleibende Veranderungen fest. Diese konnen 
z. B. durch Verschiebungen der Konzentration und 
der ortlichen Verteilung der Gitterfehlstellen (Ver- 
setzungen) auftreten. Hinzu kommt, daB mit zuneh- 
35 mender thermischer Wechselbelastung, z. B. im 
Wechselbetrieb Ein/Aus, auch die Weichlotschicht 
durch die auftretenden mechanischen Spannungen 
beschadigt wird. So konnen z. B. bei einem Silizium- 
gleichrichter bekannten Aufbaues bereits einige hun- 
40 dert Wechsel von 100° C auf 21immertemperatur zu 
erheblichen Schadigungen oder gar zum volligen Aus- 
fall des Gleichrichters fuhren. 

Die vorgenannten Vorgange werden durch die 
nach der Erfindung vorgesehenen porenhaltigen Sin- 
45 terplatten aufgefangen. Dies beruht darauf, daB die 
Sinterplatten durch plastische Verformungen in den 
Mikrobereichen die auftretenden mechanischen Span- 
nungen kompensieren. Besonders wichtig ist, daB 
die Sinterplatten auch nach einer groBen Zahl von 
50 Temperaturwechseln ihre plastischen Eigenschaften 
beibehalten, daB sie also praktisch keine Ermudungs- 
erscheinungen aufweisen. 
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Zur weiteren Erl'auterung der Erfindung wird auf 
die Zeichnung verwiesen. Es zeigt 

F i g. 1 schematisch den Aufbau eines Gleichrich- 
ters, 

F i g. 2 den Einbau eines Gleichiichters gemaS 
Fig. 1 in einem Gehause, 

F i g. 3 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fiir einen 
Gleichrichter. 

In Fig. 1 ist bezeichnet mit 1 eine Sinterplatte, die 
z. B. aus Kupferpulver hergestellt sein und einen 
Porositatsgrad von 0,20 aufweisen kann, mit 2 eine 
Zwischenplatte aus Molybdan, mit 3 der Kupfer- 
trager, mit 4 der Halbleiterkorper tmd mit 5 eine 
weitere Sinterplatte, die z. B. aus Kupferpulver her- 
gestellt sein und einen Porositatsgrad von 0,16 auf- 
weisen kann. Die Sinterplatte 5 ist mit dem Halb- 
leiterkorper weich verlotet, die anderen Teile konnen 
auch hart verlotet sein. Der p-n-Obergang des Halb- 
leiterkorpers kann in bekannter Weise hergestellt 
sein, z. B. bei einem Silizium-Halbleiterkorper nach 
dem Legierungsverfahren mit Al und Au-Sb oder 
Au-B und Au-Sb. 

Der in Fi g. 1 mit 3 bezeichnete Trager kann z. B. 
auch als Gehause ausgefuhrt sein, wie dies in Fi g. 2 
dargestellt ist. Die Sinterplatte 5 ist mit einer flexiblen 
Stromzufuhrung, die mit 6 bezeichnet ist, verbunden. 
Die Stromanschliisse sind bei 7 angegeben. Die iibri- 
gen Bezugszeichen haben die gleiche Bedeutung wie 
in Fig. 1. Dies gilt auch fiir Fig. 3, in der die 
Sinterplatte 5 zur unmittelbaren Aufnahme der 
flexiblen Stromzufuhrung 6 ausgefiihrt ist. 

Bei Halbleiterkorpern mit verhaltnismafiig kleinen 
Flachen konnen die porenhaltigen Sinterplatten direkt 
mit dem Halbleiterkorper weich . verlotet werden. In 
diesem Fall empfiehlt es sich, einen hoheren Porosi- 
tatsgrad, etwa zwischen 0,25 und 0,50, zu wahlen. 
~" Zu den obenerwahnten Vorteilen der vorliegenden 
Sinterplatten kommt hinzu, daB diese gegeniiber den 
eingangs erwahnten friiher vorgeschlagenen Trager- 
platten aus einem Wolfram-, Molybdan- oder Chrom- 
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Sintergerust mit gut leitender Metallfullung eine we- 
sentlich bessere elektrische und thermische Leitfahigr 
keit aufweisen. Hierdurch wird vor allem eine bessere 
Warmeableitung undniedrigere Gleichgewichtstempe- 
ratur erreicht. 

Patentanspriiche: 

1. Halbleiteranordnung, bei der thermische 
Wechselbeanspruchungen auftreten und bei der 
zwischen dem Halbleiterkorper und den zugeho- 
rigen Abnahmeelektroden je eine metallische 
Sinterplatte vorgesehen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Sinterplatten aus 
einem Metall oder einer Metallegierung mit einer 
plastischen Verformbarkeit, die mindestens gleich 
der einer Kupfer-Silber-Legierung ist, bestehen. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Sinterplatten un- 
mittelbar mit dem Halbleiterkorper weich ver- 
lotet sind. 

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf mindestens einer 
Seite des Halbleiterkorpers zwischen diesem und 
der Sinterplatte eine Zwischenplatte vorgesehen 
ist, deren Ausdehnungskoeffizient dem des Halb- 
leiterkorpers angepaBt ist. 

4. Halbleiteranordnung nach einem der An- 
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
als Gleichrichter ausgebildet ist. 

5. Halbleiteranordnung nach einem der An- 
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Halbleiterkorper aus Silizium besteht. . 

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter- 
anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Ausgangsmate- 
rial fiir die Sinterplatten Kupfer- oder Silber- 
pulver oder ein Legierungspulver verwendet wird. 

In Betracht gzogene Druckschriften: 
Osterreichische Patentschrift Nr. 190 593. 
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